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Kenndaten

Grenzdaten

Type .
Typical characteristics Maximum ratings

BD 206 v | BD?:" BD 208 BD 205 BD 208

~'CBO g mA bei—UCB =5V —UCBO = 55 70V
BD 208 v ~lcpo = 1 mA bei-Ugp=70V Uggo = 4 60 V
Silizium-PNP-NF- _:JEBO s 2 2 mA bei -Ugg= 5V Uggp = § 5V
Leistungstransistoren | C;EsatS 11 11 V. bei-lg =4A hpp=10, |-lg = 1 10A
fir Treiber- und End- D ool t —03ms| B = 8 6 A
stufen sowie T Alelp TESMS | Py o= 90 90 W
Schaltungen mit hoher | hpg = 30 30 bei -Ugp =2V, -Ig=2A, bei toa5e S 26°C
Spitzenbelastung p 15 = 150 150 °C
Komplementar zu T 001, t, =03ms | Ryyo < 13 1,39 °C/W
BD 205, BD 207 hpg = 15 15 bei -Ugp =2V, -lg=4A,

f

Silicon PNP AF power L -001,t =03ms
transistors for driver B > 15 R T g
and output stages, and | T =1 1.5 MHz bei -Ugp =10.V, ~lg=TA,
for circuits with high f=1MHz
peak load
Complementary to
BD 205, BD 207
Gehduse - Case C 90
Abmessungen 19
Dimensions *

v Never Typ
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BD 213/45 v
BD 213/60 v
BD 213/80 v

Silizium-NPN-Epibasis-
Leistungstransistoren
for NF-Treiber- und

| Gegentaktendstufen

sowie fur Schaltungen
mit hoher Spitzen-
belastung
Komplementar zu

BD 214/45, BD 214/60,
BD 214/80

Silicon NPN epibase
power transistors for
AF driver and push
pull power stages
and for circuits with
high peak load
Complementary to
BD 214/45, BD 214/60,
BD 214/80

Gehduse - Case TOP 3

Abmessungen 33
Dimensions

lcpo = 0,5 .
lcBo =

lopo =

U(}Esatg 1.2
hpp = 4
hpp 2 S
fp > 3

v Never Typ

05

1,2

|

3

mA

mA
0,5 mA
12V

BD 213/45 BD 213/60 BD 213/80

bei Ugp = 45V

bei Uy =60V

bei Ugg =80V

bei Ig=5A, hpg =10,
tp

T 0,01, ty = 0,3 ms
bei Ugg =2V, Ig=15 A,
fﬂ =

T = 0,01, ty = 0,3 ms
bei Ugg =2V, Ig=16 A,

t
P _ =
T 0,01, t, =03 ms

3MHz bei Ugp =10V, 1g=025A,

f=1MHz

BD 213/45 BD 213/60 BD 213/30

Usgo = 45 6 80V

Uogp = 45 60 80V

Ugpo = 5 & 8V

g =15 15 15A

g = 7 7 7A

Pt = 90 90  90W

bei 50 S 25°C

=15 15 150 °C

thyc S 14 14 14°CW
BCE
===
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belastung
Komplementdr zu
BD 213/45, BD 213/60,
BD 213/80

Silicon PNP epibase
power transistors for
AF driver and push
pull power stages
and for circuits with
high peak load
Complementary to
BD 213/45, BD 213/60,
BD 213/80

Gehduse - Case TOP 3

Abmessungen 33
Dimensions

hpg = 5 5 5 bei

3 MHz bei

_...
-
v
©
w

v Never Typ

Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings

BD 2]4,45 v | BD 214/45 BD 214/60 BD 214/8q BD 214/45 BD 214/60 BD 214/80
BD 2]4,60 v :|CBQ i 0,5 os mﬁ be! -Uggp =45V -Uogp = 45 60 8V
BD 2]4,80 v -|CB0 s E m be! ~Ugg =60V Ucgo = 4 60 80V
b V' o s 0.5mA bei -Ugp =80V Uggo = § 5 5V

lllzmm-PNP—E.pubqsns- _UCEsatg 1,2 12 12V bei-lp=5A, hpg =10, -lg = 15 15 15 A
Leistungstransistoren Tt -1 = 7 7 7 A
for NF-Treiber- und h L =001, 1,=03ms | p° =

T QAT ' tot = 90 90 90OW

Gegentaktendstufen hes > 40 40 40 bei ~Unp = bei t <25°C
sowie fir Schaltungen | LB ! TPCET 2V Slo=15A 20 150 150 °C
mit hoh itzen- L <

it hoher Spitzen T = 0,01, th = 0,3 ms RthJC <14 14 14°CW

_UCE =2 V, "'C =15 A,
2 =001, t,=03ms

~Ugp =10V,
-lo=025A, f=1MHz

el d3LI3N9TVH

BD233v
BD235v
BD237 v

Silizium-NPN-Epibasis-
Leistungstransistoren
for NF-Treiber- und
Endstufen sowie fur FS-
Verstarkerschaltungen
mit hoher Spitzen-
belastung
Komplementar zu

BD 234, BD 236, BD 238

Silicon NPN epibase
power transistors for
AF driver and power
stages and TV amplifi-
cation circuits with
high peak load
Complementary to

BD 234, BD 236, BD 238

Gehéause - Case
SOT 32 JEDEC TO 126

Abmessungen 29
Dimensions

BD 233 BD 235 BD 237

lcgo < 100 - wA  bei Ucg =45V
lcpo = 100 nA be! Ugg =60V
lcgo = 100 A bei Ugp =80V
EBO < 1 1 1 mA bei UEB= 5V
UcgsatS 06 06 06V bei IC'=IA, hpg = 10,
P _ -
T= 0,01, t; =03 ms
hpg 2 40 40 40 bei U(:E:ZV, |C=0']5Al
P _ -
T 0,01, tp =03 ms
hpg 2 25 25 25 bei U?E=2V, |c=]A,
| J -
=001, = 0,3 ms
fp > 3 3 3MHzbei Ugg=10V, Ic=025A,

v Never Typ

f=1MHz

Uego = 45 6 8V
Uggo = 45 60 80V
Uggo= 5 5 5V
g = 2 2 2A
oy = 6 6 6A
=1 1 1A
o = 25 25 25W
bei topeq  25°C
;= 1% 1% 150°C
Rpgc < 5 5 s°CW

BD 233 BD 235 BD 237
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T Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
BF 379 v -lcgop £ S0nA bei-Ucp =20V Uepgg = 40V
hpg = 80 bei -Uep =10V, -1 =1mA “Ucgg = 25V
Silizium-PNP-Epitaxial- fp =350 MHz bei -Uog =10V, -lc=1mA, f=100MHz | -Upgg = 4V
Planar-Transistor fir fp = 520 MHz bei -Ugg =10V, ~lg=5mA, =100 MHz -lg = 25 mA
universellen Einsatz Cire =<065pF bei “Ugg =10V, f=0,47 MHz Piot = 300 mW
in HF-Schaltungen = 56dB bei -Ugg =10V, —IC =2mA, f=200 MHz bei t,ny, £ 45°C
\Y = 16dB bei -Usg =10V, ~ln=3mA, f= z |t =
p = CB lg=3mA, f=200MH i 150 °C
Silicon PNP epitaxial r Ripga < 350 °C/W
planar transistor
for general purposes
in RF circuits
Gehavuse - Case =~ TO 92
Abmessungen 25
Dimensions
r
0 1 o
v Never Typ 9
St AR A > o SRR i - i
Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BF 4]" v | B/F4';:) BF 412 BF4I: bei w0V 0 BF:]IOI BF4(;2 B;Ol(i)'l:\i/
cpo S nA  bei Ugg = CBO = 1
BF412 v lcRo < 5  nA bei Ugy =130V CEO = %0 130 170V,
BF413 v lcgo < 50nA  bei Usg =170V Ugpo = 5 5 5V
UCEsatS 13 13 1.3 bei Ig=2mA, hpg =10 = 50 5 50 mA
Silizium-NPN-Planar- | hpp = 30 30 30  bei Ugg =10V, Ig=10mA, | Py = 300 300 300 mW
Transistoren mit hoher t bei tamp < 50°C
Sperrspannung fir die T 0,01, tp = 0,3 ms 15 =150 150 150 °C
Ansteverung von fp =120 120 120MHz bei Ugg =10V, Ig=10mA, | Rinja < 330 330 330 °C/W
Ziffernanzeigerdhren f =100 MHz
Silicon NPN planar Cego & 5 5 5pF bei Uop =20V, f=0,5 MHz
transistors with high
cutoff voltage for
driving indicator tubes
Gehduse + Case
=~ TO 92
Abmessungen 25
Dimensions
¢
8
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Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BF414 v “lcgo S 60nA  bei -Ugg =20V Ugpp = 4V
o hpg = 80 bei -Ucg =10V, =lg=1mA Uego = 30V
Silizium-PNP-Epitaxial- fp = 400 MHz bei -Uog =10V, “lg=1mA, f=100MHz | -Uggg = 4V
Planar-HF-Transistor mit fT = 560 MHz bei _UCB =10V, —IC =5mA, f=100MHz | - C = 25 mA
kleiner Rickwirkungs- Ciirb =0,09 pF  bei “Ugg =10V, f=100 MHz -lg = 3 mA
kapazitat, fir UKW-Vor- K F = 2dB bei-Ugg =10V, -Ic=1mA, f=100 MHz Piot = 300 mW
stufen in Basisschaltung F = 2,2dB bei Ugg =10V, =lg=3mA, =100 MHz bei t,,1, < 45°C
mit grofem F = 28dB bei “Ucg =10V, “lg=5mA, =100 MHz | t, = 150 °C
Intermodulationsabstand RJmJA < 350 °C/W
Silicon PNP epitaxial
planar RF transistor with
small feedback
capacitance for VHF input
stages in common base
configuration with large
signal to intermodulation
ratio
Gehduse - Case =~ TO 92
Abmessungen 25
Dimensions
3
ouo
v Never Typ

BF440 v

Silizium-PNP-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor
fior geregelte AM- und
FM-ZF-Stufen in Emitter-
schaltung

Silicon PNP epitaxial
planar RF transistor for
controlled AM and FM-IF
stages in common emitter
configuration

Geh&use - Case =~ TO 92

Abmessungen 26
Dimensions

-lgpg < 100nA bei
hpg 2 60 bei
fp = 250 MHz bei
Cire = 04pF bei
F = 2dB bei

Yio I > 80mS bei

-lg = 10mA bei

v Never Typ

g =20V
_UCE =10 V, "lC
Ugg =10V, =Ig

-Ugg =10V, -Ig
-Ugp =10V, -I¢g

f=0,2 MHz
Ugg =10V, -lg
-Ucs

=1mA

=1mA, f=100 MHz
=1mA, f=047 MHz
=1mA, Rg =200 2,
=4 mA, f=36MHz

=10V, nyelmox, f = 36 MHz

“Ucso
Ucgo = 4OV
Uggo = 4V
-lg = 25mA
Pot = 300 mW
bei t,, < 45°C
1 = 150 °C
Rpga S 350 °C/W

N
ot




Type Kenndaten Grenzdaten
g Typical characteristics Maximum ratings
= -1 <100nA bei -Ueg =20V -u = 40V
v CBO CB CBO
& hFE = 60 bei —UCE =10V, _'C =1mA —-UCEO = 40V
m | Silizium-PNP-Epitaxial- fp = 250 MHz bei -Urg =10V, “lg=1mA, f=100 MHz Ugpg = 4V
i Planar-HF-Transistor fir Ciire = 04pF bei _UCB =10V, —Ic =1mA, f=0,47 MHz —IC = 25 mA
AM- und FM-ZF-Stufen in F = 2dB bei Usg=10V, “lg=1mA, Rg=200¢, Piot = 300 mW
Emitterschaltung f=0,2 MHz bei tamp < 45°C
Silicon PNP epitaxial !nyel E ??) "‘i Ee! —SCB - :8 x' neTa mA,ff=3636M'\:\-|HZ ;‘Qj Z 550 oc
-lg = m ei ~Upp = ' , b= < °
planar RF transistor for ¢ - tThes nyel max ‘ thja = 350 °CW
AM and FM-IF stages
in common emitter
configuration
Gehause - Case =~ TO 92
Abmessungen 26
Dimensions
[
e} [e)
v Never Typ E
Tye Kenndaten Grenzdaten —
e Typical characteristics Maximum ratings
. i T
BF457 v BF 457 BF 458 BF 459 BF 457 BF 458 BF 459 -
lcgo = %0 nA  bei Ugg =100V Ugpo = 160 250 300 V D
BF 458 v lcpo S 5  nA bei Ugp =200V Uggo = 160 250 300 V_ b
BF459 v lepo < 50nA  bei Ugp =250V Ugpo = 5§ 5 5V ~
Ucgsats ! 1 1V bei I=30mA, Ig=46mA Ig =100 100 100 mA
Silizium-NPN-Epitaxial-| hpp = 25 25 25 bei Usp =10V, Ig=30mA, | Icyy =300 300 300 mA .
Planar-Transistoren mit ty Ig = 5 50 50 mA .. M
hoher Sperrspannung T 0,01, th = 0,3 ms Piot = 6 ] 6 W T~
fir Videoendstufen in fp = 9 90 90 bei Ucp =10V, I =15mA, bei t,, .0 <90°C
Schwarz-Weif3- und =20 MHz t =150 150 150 °C
Farbfernsehgerdten Cire = 42 42 42pF bei Ugp =30V, Ig=1mA, |Rygc = 10 10 10°C/W

f=1MHz
UckknS 20 20 20V bei Ig=40 mA, Rg =4k,
R =100 @, f=0,5 MHz,

t=150°C

Silicon NPN epitaxial
planar transistors with
high reverse voltage
for video output stages
in black and white and
color TV receivers

Gehduse - Case
SOT 32 JEDEC TO 126

Abmessungen 29
Dimensions

d3113719TVH
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v Never Typ ==
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T Kenndaten Grenzdaten
ype Typical characteristics Maximum ratings
BUYS83 v lcBo £ 1wA bei Ugg=140V Uggo =160V
Icrpo £ 10uA bei Ugg =140V Uogg = 140V
Silizium-NPN-Planar- EBo S 1wA beiUgp=6V Uggp = 7V
Transistor fir Hochstrom- UrpeatsS 0,5V bei | =0,5A, lp=50mA, | = 3A
CEsat C B C
leistungsschalter, Léngs- ty lea = 4A
regler und NF-Ausgangs- ~ T 0,01, th = 0,3 ms Iz = 2A
; - - P = 2
stufen UCEsatS 1,25V bei lg =3A, Ip=03A, ot = gs\gvc
Silicon NPfN planar t% — 001, t,=03ms . case 200 °C
transistor for application . R < 7°C/W
in high current power UpgsatS 1V beilg =05A, Ip=250mA, thjC =
switching, series th
- =03
regulations and AF power T 001 1y ms
stages UBEsMg 1,5V bei IC =3A, Ig=03A,
t
Gehduse - Case —.}_7- =001, t,=03ms
JEDEC TO 66 . _ _
hpp 2 12 bei Ugg =4V, Ig=3A
Abmessungen 59 fp = 10MHzbei Ugg =4V, Ig=0,1A, f=1MHz
Dimensions ton = 200 ns bef 'C% 500 mA, 'B] ~ 50 mA
toft =1000 ns bei IC:\V,500 mA, IB]:\V,IBZzSO nA
E
]
o
(]
v Never Typ 2
- i e e B SO S NI i . S e oty
BY 167 Up < 95V beilp =02A, 1, =45°C UgR=Upy = 75kV
IR < 1wA bei Ugp=5kV Ip =0,
Silizium-Booster-Diode U(BR) > 7,5kV  bei Ig =100 uA bei t,,1, = 45°C
fir Zeilenendstufen in I < 550ns  beilp =Ig=10mA, ig =1mA [ = 3A
FS-Gerdten o 10 A

Silicon booster diode for
horizontal deflection
output circuits TV receivers

Abmessungen 60
Dimensions

S




